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１．概要（Summary） 
 ﾌﾟﾚｰﾅｹﾞｰﾄ型 Si ﾊﾟﾜｰ MOSFET を作成し、構造及び

電気特性の評価を行った。 
 
２．実験（Experimental） 
■使用装置 
ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ、酸化炉、拡散炉、減圧 CVD、ﾌﾟﾗｽﾞﾏ

CVD、ｽﾊﾟｯﾀ装置、膜厚測定器、ﾚｰｻﾞｰﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ、 
ｺｰﾀ/ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟ、ｽﾃｯﾊﾟ、ﾘｱｸﾃｨﾌﾞｲｵﾝｴｯﾁｬｰ、ｲｵﾝ注入装

置、走査型電子顕微鏡、ﾀﾞｲｼﾝｸﾞｿｰ、超純水製造装置 
 
■実験内容 
下記ﾌﾛｰにて MOSFET を作製し、電気特性の評価

を行った（ﾌﾛｰは、洗浄／露光･現像／ﾚｼﾞｽﾄ剥離等の

詳細は省略して記載している）。 
1)露光用重ね合わせﾏｰｸ形成 
 Si 基板を Dry ｴｯﾁﾝｸﾞ 
2)ﾎﾞﾃﾞｨ拡散層形成 
 ﾎﾞﾛﾝ注入→ｱﾆｰﾘﾝｸﾞ 
3)LOCOS 形成 
 ﾌﾟﾗｽﾞﾏ窒化膜ﾃﾞﾎﾟｼﾞｼｮﾝ→Dry ｴｯﾁﾝｸﾞ 

→NH3 酸化 
3)ｹﾞｰﾄ形成 
 Dry 酸化→PolySi ﾃﾞﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 
→Dry ｴｯﾁﾝｸﾞ 

4)ｿｰｽ／ﾄﾞﾚｲﾝ拡散層形成 
 ﾘﾝ、ﾎﾞﾛﾝ注入→ｱﾆｰﾘﾝｸﾞ 
5)ｺﾝﾀｸﾄ形成 
 ﾌﾟﾗｽﾞﾏ酸化膜ﾃﾞﾎﾟｼﾞｼｮﾝ→Dry ｴｯﾁﾝｸﾞ 
6)ｱﾙﾐ配線形成 
 AlSi ｽﾊﾟｯﾀﾘﾝｸﾞ→Wet ｴｯﾁﾝｸﾞ 
7)ﾀﾞｲｼﾝｸﾞ 
 ｳｪﾊ裏面の研磨、電極ｽﾊﾟｯﾀﾘﾝｸﾞ後のﾀﾞｲｼﾝｸﾞにより、 
個片にｶｯﾄ。 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
作製したﾊﾟﾜｰ MOSFET の断面を Fig.1 に示す。断

面からは目立った形状異常も見られず、ﾌﾟﾚｰﾅｹﾞｰﾄ型

ﾊﾟﾜｰ MOSFET が正常に形成できていることを確認し

た。 
次に作製したﾊﾟﾜｰ MOSFET の VgId 特性を Fig.2

に示す。VgId から、作成した MOS はｽｲｯﾁﾝｸﾞ素子と

して正常に ON/OFF 動作していることがわかる。 
以上より、今回作成したﾊﾟﾜｰ MOSFET は基本的な

構造、及び電気特性において異常は見られず、設計・

製造技術に大きな問題が無いことがわかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．その他・特記事項（Others） 
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Fig.2.  
Vg-Id characteristic  

Fig.1. MOSFET Cross-Section 
(Half Cell) 
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